PHILIPS [uBr11

DOUBLE DIODE-PENTODE with variable mutual conduct-
ance for use as R.F., I.F. or A.F. amplifier

DOUBLE DIODE-PENTHODE & pente variable pour utilisa-
tion en amplificatrice E.F., M.F. ou B.F.
DOPPELDIODE-PENTODE mit verdnderlicher Steilheit zur
verwendung als HF-, ZF- oder NF-Verstédrker

Heating : indirect; series supply , Ve = 20V
Chauffage: indirect; alimentation- serie . _ . 4 ;g
Heizung : indirekt; Serienspeisung £ = o

Dimensions in mm,dimensions en mm,Abmessungen in mm

QUL

le-max 43 |

Base, culot, Sockel: Y

Capacitances Ca = 6,57pF Ca1g2 < 0,5 pF

Ca ités B

K:gg;;tgten Cagi < 0,002 pF ca1 = 2,7 pF
Cg1 = 6,0 pF Ca2 = 3,0 pF

Cai1f < 0,65 pF
Cde2f < 0,1 pF

Cg1f < 0,001 p

Cd1a < 0,015 pF Cag1 < 0,001 pF
Cd2a < 0,01 pr Cd2g1 < 0,001 pF
C(a1+da2)a < 0,015 pF C(a1+d2)g1< 0,002 pF

Operating cheracteristics as R.F. or I.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificatriceHE
ou M.F.

Betriebsdaten als HF- oder 2F-Verstérker

Va = 100 200 v
Rg2 = 70 70 kQ
Ry = 300 300 Q
ug2g1 = 14 14

Vgi = -1 -22 23 -2 -42 46V
Vga = 40 - 100 8 - 200 v

Iz = 2,6 - - 5 - - mA
Iga =0,8 - = hyf = - mA

S = 1300 13 9 1800 18 9 LA/
Ry = 0,9 >10 >10 1,5 »10 >10 MQ
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Operating characteristics as A.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F.
Betriebsdaten NF-Verstirker
A. Vp = 200 V; Ra = 0,2 IQ; Rg2 = 0,7 NMQ; Rk = 2,4 kQ
-Vq Tg Igo | Vo dtot (7) dtot (¥)
(D | (ma) | (ma) | V3 (Vo = 3 Veff)|(Vo = 5 Vefs)
0 0,66 0,24 82 0,72 152
5| 0,50 | 0,19 28 1,02 1T
10| 0,37 0,15 20 1,14 1,9
15 0,27 0,12 | 10,5 1532 2.2
20| 0,20 0,09 | 6,7 2,04 3,4
B. Vp = 100 V; Ry = 0,2 liQ; Rp2 = 0,7 MQ; Ry = 2,4 kQ
-7 Ia Ig2 | Vo dtot (7) dtot (%)
(V) | (ma) | (ma) | V3 |(Vo = 3 Vers)l(Vo = 5 Vefr)
o] 043 0,12 76 0,72 1,2
2,5 0,245 | 0,095 | 28,4 1,62 247
51 0,189 | 0,075 |22,7 2,04 3,4
10| 0,10 | 0,045 | 6,3 7,44 12,4
- Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten Vao = max. 550 V
Va = max. 250 V
Va = max. 1,5 W
Vg2, = max. 550 V
Vgo(Ia < 2 ma) = max. 250 V
Vago(Ia = 9 ma = max. 125V
V=2 = max. 0,3 W
Ix = max. 10 mA
Vg1(Ig1=+0,3u4) = max. =1,3 V
Rg1 = max. 3 M
Rkf = maxX. 20 kQ
Vif = max. 125V
Each diodejchague diode; jede Diode
Vdinvp = mex. 35 V
I3 = mex. 0,8 mA
Idp = meX. 50 mA
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